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摘要(译)

本发明公开一种无像素bank的TFT-OLED及制备方法，本发明通过在
TFT阵列的S/D电极上端的挖孔区域全曝光，待制备像素电极的区域半曝
光，在刻蚀挖孔的过程中，待制备像素电极区域的TFT阵列的平坦层上
端的光阻较薄，刻蚀过程中被刻蚀掉，因此该待制备像素电极区域的
TFT阵列平坦层上形成一个凹槽，随后直接沉积像素电极，接着进行光
阻剥离，以使像素电极图案化，此时的像素电极在TFT阵列平坦层的凹
槽内，而没有凸出在TFT阵列平坦层表面，因而不需要额外的像素bank
来覆盖像素电极边缘，以防止制备OLED时发生短路，大大简化了TFT-
OLED显示器的制备工艺，节约了制备成本。
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